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요 약

 본 논문에서는 ITO/Glass 기판에 스핀 코팅법(Spin Coating)과 열 증착법(Thermal Evaporation)을 이용하

여 ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO-poss/Li/Al 구조를 갖는 청색 고분자 유기전계발광소자를 제작하였다. 청색
고분자 유기발광다이오드 제작시 ITO 전극을 O2 gas를 이용한 Plasma Treatment와 Heat Treatment를 실

시하여 기판처리가 제작된 소자의 전기, 광학적 특성에 미치는 영향에 대하여 조사하였다. Plasma와
Heat Treatment를 동시에 처리한 소자에서 가장 우수한 전기, 광학적 특성을 나타냈으며, 기판처리를
하지 않은 경우는 전기, 광학적 특성은 크게 감소하였다.

1. 서론

고분자 유기발광 다이오드(polymer light emitting

diode, PLED)는 저분자 유기발광다이오드(OLED)에

비하여 공정이 간단하고, 대형 디스플레이에 유리한

차세대 디스플레이로서 각광받고 있다. 특히 휨성

(flexible) 디스플레이로 응용하기 위해 적합하여 많

은 연구가 되고 있다. 본 연구에서는 보다 높은 효

율 및 휘도 특성 개선을 위해 ITO기판 처리에 따른

PLED 소자의 전기, 광학적 특성 변화에 대하여 조

사 및 연구하였다.

2. 본론

본 연구에서는 ITO(indium tin oxide)/Glass기판에

정공주입층(HIL: hole injection layer)으로 PEDOT:

PSS[poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene

sulfonate)]를 정공수송층(HTL: hole transport

layer) 및 전자억제층(EBL: electron blocking layer)

으로 PVK[N-vinycabozole]을 발광층(EML: emission

layer)으로 PFO-poss[poly(9,9-dio

ctylfluorene)]을 스핀코팅법(spin-coationg)으로 각각

증착 하였다. 아울러 버퍼층(buffer layer)으로 LiF와

금속 전극으로 Al을 열 증착법(thermal evaporation)

으로 증착하여 ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO-poss

/LiF/Al 구조를 갖는 청색 PLED 소자를 제작하였

다. 소자 제작시 ITO 전극을 O2 gas를 이용하여 플

라즈마처리 및 열처리를 하여 기판 처리 따른 소자

의 전기, 광학적 특성변화를 관찰하였다. ITO 투명

전극의 전기적 특성은 Keithley 240을 사용하여 4단

자법으로 측정하였다. 또한 PLED 소자의 전기적,
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광학적 특성은 HP4145B Semiconductor measurement

system과 CS-1000 Spectro radiometer를 각각 이용

하여 측정하였다.

표 1. Glass/ITO 기판 처리조건 

구분
Plasma
Treatment

Heat Treatment

Sample #1 ○ -

Sample #2 - ○

Sample #3 ○ ○

Sample #4 - -

3. 결론

그림 1, 2 는 본 연구를 통해 제작된 소자의 전기

및 광학적 특성 그래프이다. Glass/ITO 기판을 O2

플라즈마(plasma) 처리 전 열처리를 통해 표면 저항

및 박막 거칠기(roughness)를 개선하여 보다 발광

효율 및 전기/광학적 특성이 개선되는 경향을 보여

주었다. O
2
Plasm treatment와 Heat treatment 처리

시 가장 우수한 전기, 광학적 특성을 나타내었고 발

광 개시전압은 약 6V에서 관찰되었다. 12V 전압 인

가 시 최대 전류 및 휘도는 28.08mA 와 128 cd/m
2

으며, 이 소자는 438nm에서 440nm의 Blue발광 파

장을 나타내었고, 색 좌표로는 (0.17, 0.14)로 관찰되

었다.

그림 1. 기판처리에 따른 I-V 특성곡선

그림 2. 기판처리에 따른 L-V 특성곡선
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